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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬパネルの製造において、有機層膜厚のバラつきに起因した面発光時の輝
度ムラを補償した有機ＥＬパネルを提供することであり、また、マザー基板から有機ＥＬ
パネルを切り出し複数の有機ＥＬパネルを作製するとき、給電部の配置によって、これら
の輝度ムラを補償する方法を提供することである。
【解決手段】対向して設けられた二つの電極と、前記二つの電極間に設けられた、有機層
を有し、前記有機層は面内方向で連続的に膜厚が変化し、前記二つの電極と前記有機層の
積層構造を有する発光部の外周部のうち、有機層の平均膜厚より厚い部分に電極の給電部
を有することを特徴とする有機ＥＬ素子。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
対向して設けられた二つの電極と、前記二つの電極間に設けられた、有機層を有し、前記
有機層は面内方向で連続的に膜厚が変化し、前記二つの電極と前記有機層の積層構造を有
する発光部の外周部のうち、有機層の平均膜厚より厚い部分に電極の給電部を有すること
を特徴とする有機ＥＬ素子。
【請求項２】
有機層の平均膜厚より厚い部分に給電部を有する電極が正極であることを特徴とする請求
項１に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項３】
前記有機ＥＬ素子の発光部が４つの辺をもつ矩形であり、該矩形の対向する平行な２辺の
うち、有機層の膜厚が厚い１辺側に給電部を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項４】
基材上に、第１の電極、蒸着により形成された有機層、第１の電極に対向した第２の電極
、がこの順で形成された１枚の基板から複数個の有機ＥＬパネルを切り出し作製する有機
ＥＬパネルの製造方法であって、基板上に配置された各有機ＥＬパネルの各電極における
給電部が前記基板内の特定の点に近い側に配置されることを特徴とする有機ＥＬパネルの
製造方法。
【請求項５】
蒸着により形成される前記有機層は、基板を回転させつつ形成されるものであって、基板
の回転の中心が、前記基板内の特定の点であることを特徴とする請求項４に記載の有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法。
【請求項６】
前記基板内の特定の点が、基板の中心であることを特徴とする請求項４または５に記載の
有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項７】
前記基板内の特定の点が、有機層を構成する有機材料の蒸発源の真上となる位置にあるこ
とを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ素子、及び有機ＥＬパネルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬパネルにおいて、一パネル内での輝度ムラを補償する方法については幾つかの
方法が知られている。例えば、有機ＥＬパネルの製造において、蒸着法によって有機層を
成膜すると、蒸着装置内の場所（位置）による有機層膜厚のバラつきが発生し、面発光時
にこれが輝度ムラとなって現れる。一方では、また、面発光パネルの場合、特にアノード
（陽極）は透明電極として主に抵抗の高いＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）などが用いら
れるため、給電部（給電端子）から離れると電極自体の抵抗による電圧降下のため、やは
り発光輝度ムラが発生する。
【０００３】
　有機ＥＬ素子において、電極の給電部からの距離によって発生する電極内の電圧降下に
よる面内の輝度ムラを、キャリアの注入効率や膜の電気抵抗で補償したり、補助電極を形
成したり、また、発光層等有機層の膜厚によって補償する等は知られている（例えば特許
文献１、また特許文献２、３参照）。
【０００４】
　有機層を蒸着によって形成する有機ＥＬパネルの製造においては、蒸着装置中に基板を
配置して有機層を蒸着・形成する場合、蒸着ムラを避け、均一にムラなく蒸着するために
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、蒸着時には基板を回転させることが普通である。しかしながら、蒸着時に基板を回転さ
せて蒸着する場合においても、蒸着源から近い回転中心付近が最も膜厚が厚く、外周方向
にゆくに従い膜厚は薄くなることは避けがたい。このため、ある一定の電圧で駆動した場
合の発光輝度は中心付近の膜厚の厚い部分では低く、外周部分においては高くなる。
【０００５】
　通常、有機ＥＬパネルは大きなマザー基板上に同時に複数の有機ＥＬパネルを作製した
のち、これから複数の有機ＥＬパネルを切り出す方法で作製される。従って、蒸着により
有機層を形成したマザー基板から複数の有機ＥＬパネルを切り出したときに、基板中央部
に近い部位と遠い部位とで有機層の膜厚による輝度の分布が発生し、パネル間での輝度の
違いが生じたり、切り出した一枚のパネル内においても輝度の偏りができる問題があった
。
【０００６】
　本発明は、膜厚分布を有する有機層が形成されたマザー基板から複数の有機ＥＬパネル
を切り出したときに発生する輝度ムラを電極の電源との接続端子を配置する位置（給電部
）を工夫することで補償するものである。
【特許文献１】特開２００６－２２２３９２号公報
【特許文献２】特開平１１－４０３６２号公報
【特許文献３】特開平１１－４０３６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の目的は、有機ＥＬパネルの製造において、有機層膜厚のバラつきに起
因した面発光時の輝度ムラを補償した有機ＥＬパネルを提供することであり、また、マザ
ー基板から有機ＥＬパネルを切り出し複数の有機ＥＬパネルを作製するとき、給電部の配
置によって、これらの輝度ムラを補償する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の上記課題は以下の手段により達成される。
【０００９】
　１．対向して設けられた二つの電極と、前記二つの電極間に設けられた、有機層を有し
、前記有機層は面内方向で連続的に膜厚が変化し、前記二つの電極と前記有機層の積層構
造を有する発光部の外周部のうち、有機層の平均膜厚より厚い部分に電極の給電部を有す
ることを特徴とする有機ＥＬ素子。
【００１０】
　２．有機層の平均膜厚より厚い部分に給電部を有する電極が正極であることを特徴とす
る前記１に記載の有機ＥＬ素子。
【００１１】
　３．前記有機ＥＬ素子の発光部が４つの辺をもつ矩形であり、該矩形の対向する平行な
２辺のうち、有機層の膜厚が厚い１辺側に給電部を有する
ことを特徴とする前記１に記載の有機ＥＬ素子。
【００１２】
　４．基材上に、第１の電極、蒸着により形成された有機層、第１の電極に対向した第２
の電極、がこの順で形成された１枚の基板から複数個の有機ＥＬパネルを切り出し作製す
る有機ＥＬパネルの製造方法であって、基板上に配置された各有機ＥＬパネルの各電極に
おける給電部が前記基板内の特定の点に近い側に配置されることを特徴とする有機ＥＬパ
ネルの製造方法。
【００１３】
　５．蒸着により形成される前記有機層は、基板を回転させつつ形成されるものであって
、基板の回転の中心が、前記基板内の特定の点であることを特徴とする前記４に記載の有
機ＥＬパネルの製造方法。
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【００１４】
　６．前記基板内の特定の点が、基板の中心であることを特徴とする前記４または５に記
載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【００１５】
　７．前記基板内の特定の点が、有機層を構成する有機材料の蒸発源の真上となる位置に
あることを特徴とする前記４に記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、輝度分布が均一化された有機ＥＬ素子作製でき、また一枚のマザー基板
から複数の輝度分布が均一化した複数の有機ＥＬパネルが得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００１８】
　本発明の有機ＥＬ素子は、
対向して設けられた二つの電極と、
前記二つの電極間に設けられた、発光層を含む有機層を有し、
前記有機層の外周部分にそれぞれの電極に対して給電部（電極端子との接続部分）を有す
るように形成されてなる。
【００１９】
　本発明は、これら、電極の給電部を、有機層の外周部において有機層の平均膜厚より厚
い部分に配置するようにして、有機層の膜厚変化による輝度の変化と、電極、特に陽極に
おいて、その給電部からの距離が遠くなるに従って、電極材料の抵抗値のために電位降下
を引き起こすことに基づく輝度低下とを打ち消し合うようにしたことに基づくものである
。
【００２０】
　有機層の平均膜厚は、有機層の発光部端部より５ｍｍ内側から縦横５ｍｍ間隔でメッシ
ュ状に測定点を選び、それぞれを測定した平均値である。また、有機層の外周部における
測定は発光部端部から５ｍｍ内側の部分を測定する。測定方法は、大塚電子製分光反射率
測定機により分光反射率を測定し、反射率カーブのフィッティングによって膜厚を計算す
る。
【００２１】
　複数の有機ＥＬパネルを作製する場合、一枚のマザー基板上に同時に複数の有機ＥＬパ
ネルを作製し、それから複数のパネルを切り出し作製することが効率的である。
【００２２】
　即ち、一枚の基板上に、電極（例えば陽極）、有機層、陰極等を、それぞれの有機ＥＬ
パネルの枚数に応じ、マスクを用いる等の手段を用いそれぞれ必要とされるパターンに従
い順次形成し、基板上に複数の有機ＥＬパネルを形成して、これを分断して切り出す。ま
た、封止処理等を行ってから各有機ＥＬパネルを分断して切り出すこともある。
【００２３】
　各有機ＥＬパネルの薄膜電極の形成時には、必要に応じて実装に必要とされる配線部や
、電源との接続端子等も同時に形成される。
【００２４】
　本発明は、マザー基板上における、各有機ＥＬパネルの配置、特に、その電極及び電極
上における電源との接続端子を形成する部分（給電部）の配置により、輝度の変動の少な
い有機ＥＬパネルを得ようとするものである。
【００２５】
　以下、本発明をより詳細に説明する。
【００２６】
　マザー基板から複数の有機ＥＬパネルを取り出し作製する場合、各有機ＥＬパネルの電
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極（例えば陽極）、有機層、陰極等それぞれの形成は、マザー基板上での有機ＥＬパネル
それぞれの配置パターンに従って、同時に１枚のマザー基板単位で、マザー基板１体とし
て行われる。
【００２７】
　有機層の真空蒸着による形成についても従って１枚の基板単位で行われる。即ち、複数
の有機ＥＬパネルの配置に従って電極パターンが形成されたマザー基板に、必要であれば
所定位置をマスクした後に、発光層等を含む有機層が１枚の基板単位で順次蒸着形成され
る。
【００２８】
　１つの基板上に、有機層を蒸着によって形成する場合には、基板がガラスなどリジッド
なものであれば、蒸着物質が点蒸発源に近いとき（蒸着ボート等）、どうしても基板位置
によって蒸発源との距離、角度がバラつき、有機膜の膜厚の分布ができてしまう。図８に
蒸着時の蒸着源と基板位置との関係を示す。
【００２９】
　例えば、同じ有機ＥＬパネル内でも、有機層の蒸発源に近い部分は厚く、遠い部分は薄
くなるので、有機ＥＬパネルをある一定の電圧で駆動した場合、厚い部分と薄い部分で有
機層にかかる電界強度が異なってしまう。つまり厚い部分は暗く、薄い部分は明るい発光
になる。
【００３０】
　この膜厚分布を緩和するために、基板を回転させながら蒸着する方法が知られている。
この方法で成膜した場合、回転中心から同じ距離の部分は同じ膜厚になる。しかし依然と
して半径方向の膜厚分布は残るという問題がある。例えば、回転中心の真下方向に蒸着源
があるばあい、回転中心付近が最も厚く、回転中心から遠く（半径が大きく）なるにした
がって薄くなる。従って、ある電圧を加えると、中心に近い部分が暗く、遠い部分が明る
いという輝度ムラが発生する（図４）。
【００３１】
　マザー基板上に配置された複数の有機ＥＬパネルから、個々の有機ＥＬパネルを切り出
し作製するときにおいても、有機ＥＬパネルの有機層蒸着時には、マザー基板上に同様の
膜厚の変動が起こっている。
【００３２】
　図４は、マザー基板とマザー基板から取り出す有機ＥＬパネル、及び有機ＥＬパネルの
有機層の厚みに着眼した模式図である。
【００３３】
　図４（ａ）は、蒸着により有機層を形成したマザー基板をその上面図及び断面図で示し
ている。有機層のみを表示しているが、基板中心を回転中心として回転させつつ有機層を
形成した場合断面図で示されるように有機層の膜厚が蒸着中心に近い基板中心部で厚くな
っている。
【００３４】
　図に示される位置で有機ＥＬパネルを基板から切り出すとき、形成される有機ＥＬパネ
ルを図４（ｂ）に示しているが（拡大断面図も同時に示した）、断面図で示されるよう、
切り出される有機ＥＬパネルのマザー基板上における位置によって決まる有機層の膜厚分
布は有機ＥＬパネルにそのまま持ち込まれてしまう。
【００３５】
　従って、複数の有機ＥＬパネルをマザー基板から切り出す場合、マザー基板上の位置に
よって切り出す有機ＥＬパネルの有機層の膜厚分布の状態は異なってくる。
【００３６】
　例えば、図４は、ＩＴＯ付きガラス基板（ＩＴＯ：１００ｎｍ）上に、
正孔注入層（ＰＥＤＯＴ：４０ｎｍ）／正孔輸送層（α－ＮＰＤ：２０ｎｍ）／発光層（
ＣＢＰ、Ｉｒ（ｐｐｙ）3（６％）：３０ｎｍ）／正孔阻止層（ＢＡｌｑ：１０ｎｍ）／
電子輸送層（Ａｌｑ3：３０ｎｍ）
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ＰＥＤＯＴ：ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ、Ｂａｙｅｒ社製、Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　Ａｌ　４０８
３
【００３７】
【化１】

【００３８】
を蒸着形成（蒸着源からの距離；３００ｍｍ）し、この有機層構成からなる有機ＥＬパネ
ルを、マザー基板上の図４の位置から切り出したとき、有機層は、マザー基板中心を回転
中心として回転させつつ蒸着形成しているので、基板回転中心からの距離が、Ａ部（２５
ｍｍ）、Ｂ部（７５ｍｍ）としたとき、それぞれの位置、即ちＡ部、またＢ部での有機層
の総膜厚は、蒸着中心に近いＡ部は１３０ｎｍ、遠い側となるＢ部は１１７ｎｍとなって
いる。
【００３９】
　従って、前記構成で、陽極（ＩＴＯ）、陰極間に、均一に７Ｖの電圧を印加し、かつ、
ＩＴＯによる電位降下はないものとしたとき、有機層膜厚を変えた場合のデータ（図１０
）から、前記Ａ部、Ｂ部における電界強度、電流密度、また輝度は、表１に示した如くな
る。
【００４０】
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【表１】

【００４１】
　尚、輝度は分光放射輝度計ＣＳ－１０００（コニカミノルタセンシング社製）を用い測
定した。
【００４２】
　また、一方、電極に注目すると、有機ＥＬ素子の透明電極として特に陽極に用いられる
ＩＴＯ薄膜電極は電気抵抗が大きいため電源端子との接続部（給電部）から遠くなるに従
って電圧降下が起こり有機層への印加電圧ロスが起こってしまう。
【００４３】
　図５は、有機層膜厚を均一としたときの、有機ＥＬ素子の陽極によって起こる電圧ロス
を模式的に示している。
【００４４】
　ガラス基板上に、
陽極（ＩＴＯ：１００ｎｍ）／正孔注入層（ＰＥＤＯＴ：４０ｎｍ）／正孔輸送層（α－
ＮＰＤ：２０ｎｍ）／発光層（ＣＢＰ、Ｉｒ（ｐｐｙ）3（６％）：３０ｎｍ）／正孔阻
止層（ＢＡｌｑ：１０ｎｍ）／電子輸送層（Ａｌｑ3：３０ｎｍ）／ＬｉＦ（０．５ｎｍ
）／（Ａｌ）陰極（１５０ｎｍ）
と形成した、５０ｍｍ×５０ｍｍのサイズの有機ＥＬ素子において、上記有機層の膜厚は
一定としたときの、ＩＴＯからなる陽極（電極長（Ｌ）＝５０ｍｍ）の給電部側（電源端
子を有する側）に対する反対側端部での電位降下をモデル的に示す。
【００４５】
　作製したパネルの両極間に７Ｖの電圧を印加したとき、陽極（ＩＴＯ）の給電部から遠
い部位（電極長５０ｍｍ）にゆくにつれて、約０．５Ｖの電位降下があることが判る。
【００４６】
　陽極電位は給電部側から遠ざかるほど低下している。光取り出し側の透明電極としては
陽極にＩＴＯが使われることが多いが、ＩＴＯは、抵抗率が１．５～２．０×１０-4Ω・
ｃｍ程度であり、陰極材料に用いられる小さな仕事関数をもつ例えば陰極のアルミニウム
等の金属電極（抵抗率が１０-6Ω・ｃｍ台程度）とは異なり電気を通しにくいからである
。
【００４７】
　小さな仕事関数をもつ導電性の高いアルカリ、アルカリ土類金属等（例えばアルミニウ
ム）からなる陰極においてはこのような電位勾配は発生しにくい。
【００４８】
　大電流を流す大きな有機ＥＬパネルではこれらの現象はより顕著で、給電部付近と最も
遠い部分では数倍も輝度が変わってしまうこともある。
【００４９】
　本発明は、上記の、電極の給電部から離れるに従い電極上に起こる電位低下と、蒸着に
よる有機層の形成において生ずる有機層の膜厚変化とを、簡便な方法により調整して、大
きなマザー基板から複数の有機ＥＬパネルを切り出して作製する有機ＥＬパネルの製造方
法において、有機ＥＬパネルの輝度変動を最小化するものである。
【００５０】
　本発明においては、切り出す有機ＥＬパネルの電極の給電部（電極端子が接続される部
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分）を、マザー基板作製時において、有機層を蒸着により形成するときに有機層の膜厚が
厚いところに向けるよう配置する。これにより上記有機層の膜厚によるムラと、電極での
電位降下による輝度ムラとをキャンセルさせることができる。即ち、２種類のムラが打ち
消しあう方向で重なり、切り出したときの各々の有機ＥＬパネルの面内での輝度分布が均
一な方向に補償できる。
【００５１】
　大きな基板を用いて有機層の蒸着を行う場合、基板の回転の中心は、蒸着源の真上であ
り、基板の中央であることが均一性の上で好ましいため、切り出す有機ＥＬパネルの電極
の給電部（電源端子が接続される部分）は、有機層を蒸着により形成したときの回転の中
心（基板の中央）に向けるよう配置されることが好ましい。
【００５２】
　本発明においては、マザー基板上に配置された各有機ＥＬパネルの電極の給電部を、マ
ザー基板の有機層を蒸着により形成する際の基板の回転中心の方向となるよう揃えて配置
する。
【００５３】
　有機層を蒸着により形成する際には、基板の回転中心にゆく程、蒸着源に近く、有機層
の膜厚が厚いからである。
【００５４】
　前述のように、特にＩＴＯ等から形成される仕事関数の大きい陽極においてこれを実施
することが好ましい。これにより、個々のパネルに対応して例えばそれぞれ個別に補助電
極を設けたりする必要がなく、このような簡単な規則に従い、給電部を所定の位置に配置
することで、各有機ＥＬパネルの発光部の輝度ムラ低減、輝度均一化の効果が期待できる
。
【００５５】
　この方法によれば、膜厚に対応した補償は完璧ではないにしても、各有機ＥＬパネルの
発光の均一性は増し、少なくとも実質的に問題とならないようにでき、各有機ＥＬパネル
間での変動も少なくなることが期待できる。
【００５６】
　特に電圧が低く、電位－輝度特性（Ｖ－Ｌ特性）が急峻な有機ＥＬ構成の場合、少しの
電圧差でも大きな輝度ムラの原因になるため、膜厚変動の方向と給電部の方向を合わせる
ことは効果的である。
【００５７】
　従って、本発明は、一つの有機ＥＬ素子という観点においては、
対向して設けられた二つの電極と、前記二つの電極間に設けられた、蒸着形成された有機
層の如く連続的に膜厚が変化する有機層を有する有機ＥＬ素子において、前記有機層の外
周部の、に電極の給電部が配置された（電源端子が接続された）有機ＥＬ素子であるとい
うことができる（例えば図４参照）。
【００５８】
　有機層の平均膜厚は、発光部が後述のように矩形の場合、発光部端部より５ｍｍ内側か
ら縦横５ｍｍ間隔でメッシュ状に測定（発光部５０ｍｍｘ５０ｍｍの場合は９×９＝８１
ポイント）し、この平均値とする。外周部の平均膜厚は、辺に沿った一番端の列の測定点
の平均値をとる。測定方法は、大塚電子製分光反射率測定機により分光反射率を測定し、
反射率カーブのフィッティングによって膜厚を計算する。
【００５９】
　そして、特に、有機層の平均膜厚より厚い部分に給電部を配置する電極は正極であり、
前記ＩＴＯ、酸化スズ等の酸化金属等からなる大きな仕事関数をもつ陽極の場合にこの効
果が大きい。
【００６０】
　前記図４におけるように、有機ＥＬパネルを一枚のマザー基板から作製する場合、表示
素子のバックライト等に用いるためには、発光部が矩形となるように切り出されることが
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好ましく、有機ＥＬ素子としてみた場合、その発光部が４つの辺をもつ矩形であり、該矩
形の平行な２辺のうち有機層の膜厚が厚い１辺側に給電部を有する有機ＥＬ素子というこ
とができる。
【００６１】
　図６に本発明に係わる矩形の発光部を有する有機ＥＬパネルを示した。
【００６２】
　以下、基材上に、第１の電極、蒸着により形成された有機層、第１の電極に対向した第
２の電極、がこの順で形成された１枚の基板から多数個の有機ＥＬパネルを切り出し作製
する本発明の有機ＥＬパネルの製造方法について、その発明の実施の形態について具体的
に説明する。
【００６３】
　（発明の実施の形態）
　図１は、マザー基板から、例えば発光部サイズ５０ｍｍ×５０ｍｍ（電極長５０ｍｍ）
の矩形の表示素子バックライト用の有機ＥＬパネルを切り出すときの各有機ＥＬパネルの
マザー基板上における通常の配置例を示した。図には、各有機ＥＬパネル（破線で表示）
の電極への給電部（電源端子接続側；黒色部で表示）を電極のどちら側に配置したか示し
ている。
【００６４】
　マザー基板の中心を回転中心として回転させつつ蒸着により有機層を形成し、マザー基
板から有機ＥＬパネルを矩形に切り出して作製するとき、通常は、図１に示すように、マ
ザー基板上に配置された各有機ＥＬパネルの電極（特に陽極）の給電部は、一定の方向に
揃えて配置することが普通である。
【００６５】
　図１の断面図に示すように（有機層以外の層は省略されている）、基板の回転中心を基
板中心として有機層が形成された場合、有機層は基板の中心部においては厚く、周辺に行
くに従って膜厚が減少している。従って、電極の給電部が図１のごとく各有機ＥＬパネル
の紙面に向かって右側に設けられる場合、基板の中心から右側に配置された各有機ＥＬパ
ネルにおいては、矩形の中心側の１辺側より外側の１辺側の有機層の方が膜厚が薄くなっ
ている。電極の一つを陽極としたとき、陽極ではＩＴＯの電気抵抗のため給電部側から遠
い側においては電位降下が起こるため、電位降下による輝度低下と、有機層の膜厚が厚い
ことによる輝度低下が重なり合って、発光面内で大きな輝度勾配が生じてしまう。逆に、
基板中心よりも紙面で左側の領域に配置された有機ＥＬパネルにおいては、有機層の膜厚
による輝度低下と、電極電位の低下による輝度減少がキャンセルされる。従って、切り出
される有機ＥＬパネルの半数は、輝度ムラが大きなものとなってしまい。均一な輝度分布
をもつ例えばバックライト用の有機ＥＬパネルとしての収率は低いものとならざるを得な
い。
【００６６】
　次いで、図２に、マザー基板上における本発明の有機ＥＬパネルの配置の１例を示す。
【００６７】
　図２においては、有機ＥＬパネル（破線で表示）のマザー基板上の配置は、電極（例え
ば陽極）の給電部（黒色部で表示）が、基板中心からみて紙面上で右側においては基板中
心に近い１辺側（即ち、膜厚の厚い１辺側）に、また、基板中心から左側においても基板
中心に近い１辺側（膜厚の厚い１辺側）に配置されている。このように各パネルの給電部
を配置すれば、少なくとも紙面左右方向における有機層の膜厚による輝度ムラと、電極（
陽極）が給電部側から遠い領域では電位低下することに起因する輝度ムラとが相殺される
ようにすることができる。
【００６８】
　図２の様な配置は、紙面上で上下方向での膜厚分布に対して補償は充分できないが、紙
面上左右方向の補償はこれで達成が可能であり、輝度分布は大きく改善される。
【００６９】
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　図３に、マザー基板上における有機ＥＬパネルの、本発明に係わる別の配置の１例を示
す。
【００７０】
　同じく、有機層を基板中心を中心として架台上で回転させつつ蒸着、形成した、マザー
基板上における各有機ＥＬパネルの配置を示している。
【００７１】
　ここでは、マザー基板中心部に対し、図３、紙面上で左右、また上下の両方の方向での
有機層の膜厚変化を考慮した電極の給電部の配置例が示されている。
【００７２】
　即ち、膜厚が連続的に変化している有機層の、有機層の平均膜厚より厚い部分の電極側
に給電部を有する構成であり、矩形の有機ＥＬパネルにおいてはその有機層の膜厚がより
厚い１辺側に電極の給電部を有する構成である。
【００７３】
　本発明は、有機ＥＬパネルをマザー基板から切り出し製造する際に、有機ＥＬパネルの
有機層の膜厚変動と電極（特に陽極）での電位降下に起因する輝度ムラを簡便な方法で相
殺し、各有機ＥＬパネルの輝度ムラを改善したものであり、実用的に充分な輝度補償を達
成することができる。
【００７４】
　本発明に係わる有機ＥＬパネルの製造方法においては、基板を回転させつつ有機層の蒸
着を行う場合、前記回転の中心は、基板内の特定の点であることが好ましく、また、前記
回転の中心は、有機層を構成する有機材料の蒸発源の真上となる位置であることが好まし
い。
【００７５】
　回転の中心をマザー基板間において一定の位置とすることで、各有機ＥＬパネルの電極
上の給電点の位置を、マザー基板毎に調整することなく、一様に定めることができ好まし
い。
【００７６】
　また、回転の中心が蒸発源の真上となる位置にあることは、この回転中心を中心として
一様な膜厚プロファイルが形成されるために好ましい。
【００７７】
　更に、その有機層の膜厚プロファイルは、対称（左右対称、上下対称）である方が、各
有機ＥＬパネル間での輝度変動が少なく、かつ、各有機ＥＬパネルの発光部における輝度
ムラも少なく出来、平均として有機ＥＬパネルの収率が向上し好ましい。そのため、前記
回転の中心は基板の中心であり、かつ、前記回転の中心上に有機材料の蒸発源があること
が好ましい。
【００７８】
　以下、マザー基板から有機ＥＬパネルを作製する例を示す。
【００７９】
　ガラス基板上に陽極及び陽極給電部（１００ｎｍ厚のＩＴＯ薄膜）を、有機ＥＬパネル
に必要とされるだけ、蒸着、パターニングして形成する。
【００８０】
　各陽極の給電部は前記の基準に従って、その後の有機層の蒸着において、基板の回転中
心、及び、蒸発源の位置から決まる有機層の膜厚が厚くなる１辺側となる様にする。
【００８１】
　即ち、基板中心を回転中心として蒸着を行う場合には、基板中心から遠い１辺側に給電
部を配置する（図２）。
【００８２】
　次いで、マザー基板全体を、真空蒸着装置に収納して、電極の給電部となる部分、及び
各有機ＥＬパネル間の有機層の形成が必要でない基板の表面領域部分をマスクするような
シャドーメタルマスクを介して、有機層、例えば正孔輸送層／発光層／電子輸送層等有機
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層を順次、蒸着、形成する。こうしてマスクされた部分以外、発光層となる部分には有機
層が形成される。
【００８３】
　次いで、例えば、アルミニウムからなる陰極（１５０ｎｍ厚）をマスクを用いてパター
ニング形成し、陽極／有機層／陰極からなる有機ＥＬパネルを複数、マザー基板上に形成
する。基板上に形成された各有機ＥＬパネルをスクライブ装置等により分断して切り出し
、形成された各有機ＥＬパネルの給電部に、電源、回路等をそれぞれ実装することで複数
の有機ＥＬパネルが得られる。
【００８４】
　また、陽極を形成する段階で、給電部に、実装に必要とされる金属等の補助電極パター
ン、電源との接続端子、或いは配線の一部等をパターン形成してもよい。
【００８５】
　また、陰極の形成後に、封止キャップ、ガスバリアフィルム、また、ガスバリア膜等を
用いて封止処理を行ってから各有機ＥＬパネルを分断して切り出してもよい。
【００８６】
　本発明における有機層は、電極間に設けられる単数又は複数の有機層であり、陽極、陰
極間に、例えば、陽極／正孔注入・輸送層／発光層／電子注入・輸送層／陰極等の構成を
有しており、最も単純には、陽極／発光層／陰極からなる構造である。層構成はこれらに
限定されない。
【００８７】
　以下に、本発明において、有機層を形成する有機材料としては以下のものが挙げられる
。
【００８８】
　正孔注入・輸送層に用いられる有機材料としては、フタロシアニン誘導体、ヘテロ環ア
ゾール類、芳香族三級アミン類、ポリビニルカルバゾール、ポリエチレンジオキシチオフ
ェン／ポリスチレンスルホン酸（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）などに代表される導電性高分子等
の高分子材料が用いられる。
【００８９】
　また、発光層に用いられる有機材料としては、例えば、４，４′－ジカルバゾリルビフ
ェニル、１，３－ジカルバゾリルベンゼン等のカルバゾール系発光材料、（ジ）アザカル
バゾール類、１，３，５－トリピレニルベンゼンなどのピレン系発光材料に代表される低
分子発光材料、ポリフェニレンビニレン類、ポリフルオレン類、ポリビニルカルバゾール
類などに代表される高分子発光材料などが挙げられる。これらのうちで、発光材料として
好ましいものは分子量１００００以下の低分子系発光材料である。
【００９０】
　また発光層中、発光材料には、好ましくは０．１～２０質量％程度のドーパントが含ま
れてもよく、ドーパントとしては、ペリレン誘導体、ピレン誘導体等公知の蛍光色素、ま
た、りん光色素、例えば、トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム、ビス（２－フェ
ニルピリジン）（アセチルアセトナート）イリジウム、ビス（２，４－ジフルオロフェニ
ルピリジン）（ピコリナート）イリジウム、などに代表されるオルトメタル化イリジウム
錯体等の錯体化合物がある。
【００９１】
　電子注入・輸送層に用いられる有機材料としては、８－ヒドロキシキノリナートリチウ
ム、ビス（８－ヒドロキシキノリナート）亜鉛等の金属錯体化合物もしくは以下に挙げら
れる含窒素五員環誘導体がある。即ち、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、
チアジアゾールもしくはトリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、２，５－ビス（１
－フェニル）－１，３－オキサゾール、２，５－ビス（１－フェニル）－１，３－チアゾ
ール、２，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、２－（４′－ｔ
ｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－（４″－ビフェニル）１，３，４－オキサジアゾール、
２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－オキサジアゾール、１，４－ビス［２－（
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５－フェニルオキサジアゾリル）］ベンゼン、１，４－ビス［２－（５－フェニルオキサ
ジアゾリル）－４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼン］、２－（４′－ｔｅｒｔ－ブチルフェニ
ル）－５－（４″－ビフェニル）－１，３，４－チアジアゾール、２，５－ビス（１－ナ
フチル）－１，３，４－チアジアゾール、１，４－ビス［２－（５－フェニルチアジアゾ
リル）］ベンゼン、２－（４′－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－（４″－ビフェニル
）－１，３，４－トリアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－トリアゾ
ール、１，４－ビス［２－（５－フェニルトリアゾリル）］ベンゼン等が挙げられる。
【００９２】
　因みに陽極に使用される導電性材料としては、４ｅＶより大きな仕事関数を持つものが
適しており、銀、金、白金、パラジウム等及びそれらの合金、酸化スズ、酸化インジウム
、ＩＴＯ等の酸化金属、さらにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂が用
いられる。
【００９３】
　また、陰極に使用される導電性物質としては、４ｅＶより小さな仕事関数を持つものが
適しており、マグネシウム、アルミニウム等、合金としては、マグネシウム／銀、リチウ
ム／アルミニウム等が代表例として挙げられる。
【００９４】
　また、基板として用いられる基材としては、ガラス基板及び透明性樹脂フィルムがある
。厚さ１００μｍ～２ｍｍ程度の厚みを有するものが使用される。透明性樹脂フィルムと
しては、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－ビニルアルコール共
重合体、ポリメチルメタアクリレート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルサル
フォン、テトラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、ポリ
エステル、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド等が挙げ
られるが限定されない。
【実施例】
【００９５】
　以下実施例により本発明を具体的に説明する。本発明はこれにより限定されるものでは
ない。
【００９６】
　実施例１
　１２０×１２０ｍｍ、厚み１．０ｍｍのＩＴＯ（厚み１００ｎｍ）付きガラス基板を用
いて、有機ＥＬパネルが２個とれる様、ＩＴＯをパターニングして、陽極（発光サイズ５
０ｍｍ×５０ｍｍ）およびアノード端子部（陽極給電部）を形成した（図７）。陽極給電
部は図７のように基板の中心側になるよう設けた。
【００９７】
　次いで、この基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定し、それぞれ真空蒸着装
置内の蒸着用るつぼの各々に、有機層各層の構成材料を最適の量充填した。蒸着は真空度
４×１０-4Ｐａまで減圧し、基板およびアノード端子部と発光領域以外を覆うシャドーメ
タルマスクを基板中心を軸として回転させつつ蒸着した。
【００９８】
　以下の有機層を順次積層した。
【００９９】
　正孔注入層（ＰＥＤＯＴ：４０ｎｍ）／正孔輸送層（α－ＮＰＤ：２０ｎｍ）／発光層
（ＣＢＰ、Ｉｒ（ｐｐｙ）3（６％）：３０ｎｍ）／正孔阻止層（ＢＡｌｑ：１０ｎ
ｍ）／電子輸送層（Ａｌｑ3：３０ｎｍ）／ＬｉＦ（０．５ｎｍ）
　尚、ＰＥＤＯＴ：ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ、Ｂａｙｅｒ社製、Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　Ａｌ　
４０８３
　さらに、アルミニウムからなる陰極（厚み１５０ｎｍ）及びカソード端子部（陰極給電
部）を蒸着によりパターニング、積層した。
【０１００】
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　図７に示したような配置で有機ＥＬパネルを作製した。陽極及び陰極の重なった部分（
点線内）が発光部である。
【０１０１】
　基板から二つの有機ＥＬパネルをスクライブ装置で分断切り出した。
二つの有機ＥＬパネルは、陽極給電部側（基板中心側）の有機層膜厚が１３０ｎｍ、反対
側の有機層膜厚が１１７ｎｍ（基板中心側の９０％）であった。
【０１０２】
　尚、上記構成における膜厚と電圧－輝度特性は、別途測定したところ図１０に示す様な
ものであった。膜厚が厚い場合、印加電位による輝度向上効果も小さい。
【０１０３】
　二つのパネルに電源回路を実装して、以下特性を測定した。
【０１０４】
　７Ｖの電圧を印加して、面発光させた時の輝度は、給電部側の平均輝度が約１２００ｃ
ｄ／ｍ2、反対側の平均輝度が約１０００ｃｄ／ｍ2、輝度分布約８３％であった。
【０１０５】
　尚、発光部の給電部側また反対側端部の平均輝度は、発光部端部より５ｍｍ内側のとこ
ろを、５ｍｍ間隔で測定し、全測定値の平均値として求めた。また、輝度分布は、測定値
のうちの最低輝度と最高輝度の比から求めた。
【０１０６】
　測定は、分光放射輝度計ＣＳ－１０００（コニカミノルタセンシング社製）を用いた。
【０１０７】
　比較例１
　アノード端子部、及びカソード端子部を図９のようにとり、給電部側が一方向となるよ
うに配置した以外は全て実施例１と同様に行って有機ＥＬパネルを作製した。
【０１０８】
　マザー基板のサイズ：１２０×１２０ｍｍ
　有機ＥＬパネル取り数：２個
　パネルの発光サイズ：５０ｍｍ×５０ｍｍ
　Ａパネルの正極給電部側の有機層膜厚：１１７ｎｍ（９０％）
　Ａパネルの反対側の有機層膜厚：１３０ｎｍ
　図９のＡパネルの面発光時の輝度は７Ｖ印加時、給電部側で平均輝度が約２０００ｃｄ
／ｍ2、反対側の平均輝度が約６００ｃｄ／ｍ2、輝度分布約３０％の結果であった。
【０１０９】
　実施例２
　ＩＴＯ（厚み１００ｎｍ）付きガラス基板（３００ｍｍ×４００ｍｍ、厚み１．０ｍｍ
）を、５０ｍｍ×５０ｍｍの発光部をもつ有機ＥＬパネルが１２個とれる様、ＩＴＯをパ
ターニングして陽極およびアノード端子部（陽極給電部）を配置した（図１１）。陽極給
電部は図１１に示すように基板の中心側になるよう設けた。
【０１１０】
　マザー基板のサイズ：３００×４００ｍｍ
　パネル取り数：１２個
　パネルの発光サイズ：５０ｍｍ×５０ｍｍ
　次いで、この基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定し、それぞれ真空蒸着装
置内の蒸着用るつぼの各々に、以下の有機層各層の構成材料を最適の量充填した。蒸着は
真空度４×１０-4Ｐａまで減圧し、基板およびアノード端子部と発光領域以外を覆うシャ
ドーメタルマスクを基板中心を軸として回転させつつ蒸着した。
【０１１１】
　以下の有機層を順次積層した。
正孔注入層（ＰＥＤＯＴ：４０ｎｍ）／正孔輸送層（α－ＮＰＤ：２０ｎｍ）／発光層（
ＣＢＰ、Ｉｒ（ｐｐｙ）3（６％）：３０ｎｍ）／正孔阻止層（ＢＡｌｑ：１０ｎｍ）／
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電子輸送層（Ａｌｑ3：３０ｎｍ）／ＬｉＦ（０．５ｎｍ）
　尚、ＰＥＤＯＴ：ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ、Ｂａｙｅｒ社製、Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　Ａｌ　
４０８３
　さらに、アルミニウムからなる陰極（厚み１５０ｎｍ）及びカソード端子部（陰極給電
部）を蒸着によりパターニング、積層した。
。
【０１１２】
　陽極給電部を蒸着時の回転中心側として配置したそれぞれの有機ＥＬパネルについて、
基板から有機ＥＬパネルをスクライブ装置で分断、切り出した。
【０１１３】
　図１１で示すＡパネル、またＢパネルについて電源回路を実装して、以下特性を測定し
た。
【０１１４】
　Ａパネル正極給電部側の有機層膜厚：１３０ｎｍ
　Ａパネル反対側の有機層膜厚：１１７ｎｍ（９０％）
　Ｂパネル正極給電部側の有機層膜厚：１０５ｎｍ
　Ｂパネル反対側の有機層膜厚：９５ｎｍ（９０％）
　Ａパネルに７Ｖを印加時、面発光時の輝度は、給電部側の平均輝度が約１２００ｃｄ／
ｍ2、反対側の平均輝度が約９９０ｃｄ／ｍ2、輝度分布約８３％という結果だった。
【０１１５】
　Ｂパネルに７Ｖを印加時、給電部側の平均輝度が約３２００ｃｄ／ｍ2、反対側の平均
輝度が約２５００ｃｄ／ｍ2、輝度分布約７８％という結果であった。
【０１１６】
　また、Ｂパネルに６．３Ｖ印加時、給電部側の平均輝度が約１２００ｃｄ／ｍ2、反対
側の平均輝度が約９４０ｃｄ／ｍ2、輝度分布約７８％であった。
【０１１７】
　比較例２
　給電部の配置を図１２の如く一方向になるよう配置した以外は全て実施例２と同様に行
って有機ＥＬパネルを作製した。
【０１１８】
　マザー基板のサイズ：３００ｍｍ×４００ｍｍ
　パネル取り数：１２個
　パネルの発光サイズ：５０ｍｍ×５０ｍｍ
　Ａパネル正極給電部側の有機層膜厚は１１７ｎｍ（９０％；反対側に対して）
　Ａパネル給電部側と反対側の有機層膜厚は１３０ｎｍであり、
　Ｂパネル正極給電部側の有機層膜厚は９５ｎｍ（９０％；反対側に対して）であり、
　Ｂパネル給電部側の反対側の有機層膜厚は１０５ｎｍであった。
【０１１９】
　Ａパネル、Ｂパネルそれぞれに電源回路を実装して駆動、発光させた。
【０１２０】
　面発光時の輝度はＡパネルに７Ｖ印加時、給電部側において平均輝度が約２０００ｃｄ
／ｍ2、反対側の平均輝度は約６００ｃｄ／ｍ2であり、給電部側に対し輝度分布が約３０
％であった。
【０１２１】
　Ｂパネルに７Ｖ印加時、給電部側の平均輝度が約５０００ｃｄ／ｍ2、反対側の平均輝
度が約１６００ｃｄ／ｍ2であり、給電部側に対し輝度分布が約３２％であった。
【０１２２】
　また、Ｂパネルに６．３Ｖ印加時、給電部側の平均輝度が約１９００ｃｄ／ｍ2、反対
側の平均輝度が約６００ｃｄ／ｍ2であり、給電部側に対し輝度分布が約３２％であった
。
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【０１２３】
　以下、測定値を表１に纏めた。
【０１２４】
【表２】

【０１２５】
　以上、電極の給電部側を、有機層膜厚の厚い側に配置した本発明の有機ＥＬパネルの面
発光は給電部側と反対側の輝度差が少なく、均一に発光しており、バックライト用面発光
源として優れている。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】有機ＥＬパネルのマザー基板上における通常の配置例を示す図である。
【図２】マザー基板上における有機ＥＬパネルの本発明の配置の１例を示す図である。
【図３】マザー基板上における有機ＥＬパネルの本発明の配置の別の１例を示す図である
。
【図４】マザー基板とこれから取り出す有機ＥＬパネル及び有機ＥＬパネルの有機層の厚
みに着眼した模式図である。
【図５】有機層膜厚を均一としたときの、有機ＥＬ素子の陽極によって起こる電圧ロスを
模式的に示す図である。
【図６】本発明に係わる矩形の発光部を有する有機ＥＬパネルの例を示す模式図である。
【図７】実施例１における有機ＥＬパネルの配置を示す模式図である。
【図８】蒸着時の蒸着源と基板位置との関係を示す模式図である。
【図９】比較例１における有機ＥＬパネルの配置を示す模式図である。
【図１０】有機層膜厚と電圧－輝度特性との関係を示すグラフである。
【図１１】実施例２における有機ＥＬパネルの配置を示す模式図である。
【図１２】比較例２における有機ＥＬパネルの配置を示す模式図である。
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